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(57) Спосіб вирощування монокристалів сублімую-
чих твердих розчинів напівпровідникових сполук 
A

4
B

6
 (РbТе, PbSnTe, PbGeTe), який включає етапи 

синтезу, охолодження, пересублімації, який відрі-
зняється тим, що зародження монокристала від-
бувається на синтезованому злитку з наступним 
його розростанням до дна ампули і заповненням 
всього її внутрішнього перерізу. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до технології 
отримання напівпровідникових матеріалів і може 
бути використана у напівпровідниковій та елект-
ронній промисловості, кольоровій металургії. Вона 
призначена для одержання термоелектричних 
матеріалів на основі A

4
B

6
 (РbТе, PbSnTe, PbGeTe), 

заданої якості та геометричних розмірів. 
Існуючі процеси отримання матеріалів цих 

твердих розчинів використовують такі відомі мето-
ди, як Бріджмена та парофазовий [1], що дозво-
ляють отримувати монокристали РbТе, CdTe, в 
яких обов'язково присутні виділення другої фази 
та аеросил. 

Із відомих аналогів найбільш близьким за тех-
нічною суттю є спосіб, що використовується в про-
цесі отримання кристалів твердих розчинів напівп-
ровідникових сполук А

4
В

6
 методом вирощування з 

парової фази [2]. Він дозволяє здійснювати етапи 
підготовки наважки, синтезу та вирощування мо-
нокристалів з парової фази пересублімацією злит-
ку з більш гарячої частини на холодну. Цей процес 
проводиться у замкнутому об'ємі, створеному при-
строєм на основі кварцової ампули одного діамет-
ру. Недоліком такого пристрою є малий відсоток 
виходу придатного матеріалу (20-40%). 

Тому досить актуальним є створення способу 
вирощування, який би дозволяв отримувати крис-
тали високої якості з відсотком виходу 80-100%. 

Вказане завдання вирішується тим, що запро-
поновано спосіб вирощування монокристалів суб-
лімуючих твердих розчинів напівпровідникових 
сполук A

4
B

6
 (РbТе, PbSnTe, PbGeTe), який вклю-

чає етапи синтезу, охолодження, пересублімації, 
при цьому зародження монокристалу відбувається 

на синтезованому злитку з послідуючим його роз-
ростанням до дна ампули і заповненням всього її 
внутрішнього перерізу. 

Відповідність критерію "новизна" запропоно-
ваному способу забезпечує та обставина, що зая-
влена сукупність ознак не міститься ні в одному з 
об'єктів існуючого рівня техніки. З існуючого рівня 
техніки також не слідує можливість підвищення 
відсотку виходу, який би дозволяв отримувати 
кристали високої якості з відсотком виходу 80-
100%. Про це свідчить велика кількість фізико-
хімічних та технологічних досліджень. 

У корисній моделі запропоновано принципово 
нове рішення для способу вирощування сублімую-
чих твердих розчинів напівпровідникових сполук 
A

4
B

6
 (PbTe, PbSnTe, PbGeTe), яке полягає в тому, 

що зародження монокристалу відбувається на 
синтезованому злитку з послідуючим його розро-
щенням до дна ампули і заповненням всього її 
внутрішнього перерізу. 

Тому ознака - зародження монокристалу від-
бувається на синтезованому злитку з послідуючим 
його розрощенням до дна ампули і заповненням 
всього її внутрішнього перерізу - забезпечує спо-
собу, який заявляється, необхідний "винахідниць-
кий рівень". 

Промислове використання запропонованої ко-
рисної моделі не вимагає спеціальних технологій і 
матеріалів, її реалізація можлива на існуючих під-
приємствах електронної і приладобудівної проми-
словості. 

На Фіг.1 - 3 зображено стадії вирощування мо-
нокристалу: а - синтезований злиток в ампулі - 1, 
конус - 2; b - розрощення зародку - 3 до дна ампу-
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ли; с - розростання монокристалу на весь внутрі-
шній переріз ампули, 4 - монокристал, що вирощу-
ється, заповнюючи весь поперечний переріз ампу-
ли. 

В запропонованому способі вирощування про-
водиться наступним чином. У кварцову ампулу з 
внутрішнім діаметром 36мм, довжиною 200мм, з 
плоскою торцевою гранню розміщували циліндри-
чний злиток діаметром 25мм і довжиною 100мм із 
загостреним кінцем синтезованого матеріалу 
PbGeTe відповідного складу. Далі розміщували 
ампулу зі злитком в печі таким чином, щоб загост-
рений кінець злитка знаходився при температурі 
на 3-5К нижчій температури протилежного кінця. 
При розміщенні запропонованого пристрою у зону 
теплової дії горизонтальної печі з заданим розпо-
ділом температури внаслідок поступового випаро-
вування з наступним переносом елементарних 
компонентів в кінці циліндричного злитку з загост-
реним кінцем виростав монокристал PbGeTe від-
повідного складу. Лінійна швидкість його росту 
складала 1,5-2см/добу. При досягненні кристалом 

дна ампули він розростався до заповнення всього 
перерізу ампули і ріс до повного переносу вихідно-
го матеріалу. Отримані монокристали циліндрич-
ної форми мали діаметр 3,6мм і довжину 4,0см, 
густина дислокацій ~10см

-2
. 

Проведені дослідження показали, що напів-
ширина кривих гойдання для площини відбивання 

на рентгенограмах СuК  - випромінювання з індек-
сом Міллера (100), отримані 25', при цьому об'єм-
них дефектів і механічних напруг не виявлено. 
Кристали отримувались як n-, так і p-типу провід-
ності з концентрацією носіїв струму [Д]=3

.
10

14
см

-3
, 

акцепторів [A]=1,7 10
15

cм
-3

. 
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